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１．概要（Summary） 

現在、パワー半導体素子用材料として SiC や GaN が

実用段階にある。窒化アルミニウム（AlN）は SiC や GaN

と比べて、絶縁電界破壊強度が 4 倍近く高いため更なる

高耐圧、低損失な素子を実現できる。 

 今回、MESFET やパワーSBD の特性を支配する金属

/AlNのショットキー障壁高さが金属の仕事関数によりどの

ように変化するか、産総研NPFと筑波大学の共用施設を

用いて調査した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

電子ビーム真空蒸着装置 

 

【実験方法】 

サファイヤ基板上に 1 mほど AlNを結晶成長した試

料に対して、HFに 5分試料をつけることで表面の酸化膜

の除去を行い、その後、電子ビーム真空蒸着装置を用い

て、金属を 5 nm 程度蒸着した。蒸着金属源として（Pt, 

Au, Ni, Ti）の4種の仕事関数の違う金属を今回使用した。

その後 XPS 装置内で Ar スパッタリングにより金属層を

削り、金属層とAlN層の両方のスペクトルが得られる条件

で束縛エネルギーを測定し、ショットキー障壁の高さを求

めた。また、X 線源として AlK を用い、束縛エネルギーの

解析には Al2ｓのピークを用いた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig. 1に金属の仕事関数の大きさとAlNのショットキー

障壁の高さの関係を示す。ショットキーモデルでは、ショッ

トキー障壁高さは、金属の仕事関数と半導体の電子親和

力の差で表される。今回の結果は金属の仕事関数の大き

さの変化に対して、ショットキー障壁高さの変化が小さかっ

た。これは、HF での洗浄では酸化膜が除去しきれなかっ

たことや、洗浄後蒸着するまでの間に酸化膜が再形成さ

れてしまったことが原因ではないかと考える。 

 

 

Fig. 1: Schottky barrier height of AlN. 
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